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1、简介
在外界电场作用下，某些各向同性的介质会产生双折射现象，而本来具有双折射性质

的晶体，它的双折射性质也会发生变化，这一现象称为电光效应。基于电光效应，当外加

电场作用在电光晶体上时，电光晶体犹如一块相位延迟与外加电场相关的波片，随着外加

电场的变化，经过电光晶体的出射光的偏振态会发生变化，从而使检偏器的出射光的强度

受到调制，这就是电光调制。电光调制根据外加电场方向的不同可以分为纵向电光调制和

横向电光调制两种。

1.1 纵向电光调制

纵向电光调制器的原理如图1所示，其中电光晶体为KD*P晶体，KD*P晶体垂直于光轴

（z轴）切割成长方体，长边与光轴平行，两个端面镀透明导电膜。偏振片P1和偏振片P2的

透光轴方向垂直，且P1透光轴方向平行或者垂直于x轴。

图 1.纵向电光调制器原理示意图

根据晶体光学理论，当平行于KD*P晶体光轴（z轴）方向加入电场时，KD*P晶体的折射率

方程如式（1）所示，式中γ为KDP晶体的电光系数，一般为10-12m/V量级。

（1）

如图2所示为KD*P晶体施加纵向电场后，在z=0的截面上折射率变化，施加电场前是圆，施加

电场后是坐标轴x'、y'与原坐标轴x、y夹角45°的椭圆。
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图2.KDP晶体施加纵向电场的折射率椭球(z=0)

施加电场前后坐标轴（主轴）上的折射率如式（2）所示。

（2）

如图1所示，当KD*P晶体两端施加电压时，KD*P晶体的入射光振动方向与感应主轴x'、y'

呈45°角，所以x'、y'两主轴上传播着两束振幅相等、传播速度不同的线偏振光，两束线偏振

光的相位差为：

（3）

式（3）中，λ为真空中波长，L为KD*P晶体长度，U为外加电压。由式（3）可知，纵向电

光效应产生的相位延迟与晶体长度L无关，仅与电光系数γ和外加电压U有关。

不考虑四分之一波片时，通过偏振片P2的光强I为：

（4）
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式（4）中Uλ/2称为半波电压，使光在晶体中分解的两束光的光程差为λ/2时所需要加的电压。

图1中四分之一波片的作用式引入固定的相位差，防止输出光信号失真。该波片的快

轴//x’，慢轴//y’，光通过1/4波片后产生的相位差为π/2。因此，从KD*P晶体出射的光经过

四分之一波片后相位差为(π/2+δ)，此时通过偏振片P2的光强I为：

（5）

当U0较小时，可以防止输出光信号失真，πU0/Uλ/2一般选择范围是π/10~π/2；当U0较大时，

会产生高次谐波，不能完全消除输出光信号失真。

1.2 横向电光调制器

如图3所示，横向电光效应光沿垂直于电场方向（z轴）传播，由式（2）可知，通过晶体后

产生的相位差为：

（6）

图3.KDP晶体横向电光效应示意图

式（6）中，第一项是晶体本身的自然双折射引起的相位延迟，这一项对调制器的工作

没有作用，相反，当晶体温度变化时会增加附加的相位差，造成δ随温度变化，工作不稳定；

第二项是外加电场作用产生的位相差，不仅与U有关，而且与晶体的尺寸L/H有关，合理选

择晶体的尺寸，则可降低晶体的半波电压。横向运用的最大优点是半波电压比纵向运用低

得多。

KD*P晶体的横向运用方式，其主要缺点是由于自然双折射的影响，造成了相位延迟，

稳定性差，采取两块晶体组合的结构（光学长度相等、光轴方向垂直），虽然能消除自然
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双折射的影响，但却使结构复杂，加工困难。采用LiNO3晶体横向运用，既没有自然双折射

的影响，又能降低半波电压，所以目前一般采用LiNO3作横向运用晶体。

2、产品信息
2.1 产品参数

产品型号 EOML10-532 EOML10-1064 EOML08-1064
工作波长 532nm 1064nm 1064nm
通光孔径 10 mm 10 mm 8 mm

光学元件材质 磷酸二氘钾晶体(KD*P) 磷酸二氘钾晶体(KD*P) 磷酸二氘钾晶体(KD*P)
增透膜 Ravg≤0.2%@532 nm Ravg<0.3%@1064 nm Ravg≤0.2%@1064 nm
透过率 ≥98%@532 nm ≥98%@1064 nm ≥98%@1064 nm
损伤阈值 ≥5 J/cm²

@532 nm 10 ns 10 Hz
10 J/cm²

@ 1064 nm 10 ns 10 Hz
≥5 J/cm²

@ 1064 nm 10 ns 10 Hz
重复频率范围 ≤1kHz ≤1kHz ≤1kHz

λ/4 电压 ≤2.5 kV ≤4 kV ≤4 kV
电容 ≈6 pF ≈6 pF ≈4 pF

静态消光比 ≥1000:1 ≥1000:1 ≥1000:1
动态消光比 ≥1000:1 ≥1000:1 ≥1000:1
接入方式 PIN PIN PIN
存储温度 0~40℃ 0~40℃ 0~40℃
湿度 20%~50%RH 20%~50%RH 20%~50%RH

外壳材质 聚甲醛（POM） 聚甲醛（POM） 聚甲醛（POM）

尺寸 Ø25.4 mm×39.0 mm Ø25.4 mm×39.0 mm Ø19.0 mm×28.0 mm

2.2 产品尺寸
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3、使用说明
普克尔盒驱动器接口示意图：

接口 定义

1.控制接口

仅用于模拟电压控制模式

1（绿色）高压幅值设置：输入至 PIN1 的模拟电压决定高压输出的幅值。1V 大致

对应 1kV。

2、5（黑色）电源及接口的地。

3（空）

4（蓝色）高压使能： +5V 开启高压输出， 0V 关闭高压输出。

6（红色）高压监测：PIN6 的输出电压是当前高压幅值的监测信号。1V 大致对应

1kV。PIN6 在常规控制模式和模拟电压控制模式中均可使用。

2.模式切换 改变控制模式。左侧：模拟电压控制模式；右侧：常规控制模式。

3.高压调节 仅用于常规控制模式。顺时针旋转增大高压幅值，逆时针旋转减小高压幅值。

4.直流输出 提供+24VDC 输出，最大输出电流 200mA。

5.直流供电 接入外部+24VDC 电源。

6.外部触发信号 接入外部触发信号。
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3.1 常规控制模式

1. 连接普克尔盒、普克尔盒驱动器和外部信号触发器

2. 拨动模式切换开关 2 至右侧

3. 连接驱动器电源

4. 通过接口 6 输入外部触发信号，普克尔盒驱动器开始输出高压脉冲

5. 旋转高压调节接口 3 改变输出高压，可以改变普克尔盒的状态，可通过控制接口 1 的 PIN6 监测高压

6. 移除电源适配器即可关闭驱动

* 驱动器上电启动即产生高压，请注意安全

3.2 模拟电压控制模式

1. 连接普克尔盒、普克尔盒驱动器和外部信号触发器

2. 拨动模式切换开关至左侧

3. 连接驱动器电源

4. 改变输入至控制接口 1 的 PIN1 的电压，预调节高压输出幅值，可通过控制接口 1 的 PIN6 监测高压

5. 向控制接口 1 的 PIN4 输入+5V 电压，开启高压输出

6. 通过接口 6 输入外部触发信号，普克尔盒驱动器开始输出高压脉冲

7. 移除电源适配器即可关闭驱动

* 驱动器上电启动即产生高压，请注意安全；建议使用+5V 直流电压

注意：

1. 普克尔盒驱动会产生较高的电压，使用时请遵守安全用电原则，避免引起漏电、触电等危险。

2. 由于电容放电需要时间，关闭普克尔盒驱动后不要立即触摸驱动的高压输出接口，直至完全放电。

3. 请认真阅读使用步骤，并按照使用步骤进行使用；确保先开启供电电源，再输入触发信号。

4. 输出线的长度对输出信号存在一定的影响，原则上，随着触发信号频率的提高，应减短输出线长度。
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5. 请勿无负载开启驱动。

6. 请勿同时使用驱动的常规控制模式和模拟电压控制模式。

7. 高压脉冲输出只能使用差分探棒测量，不合适的设备会导致驱动故障。

声明：

1. 长沙麓邦光电科技有限公司致力于产品的不断改善和功能升级，用户手册提供资料

如有变更，恕不另行通知！

2.此文件包含的一切信息的所有权归长沙麓邦光电科技有限公司所有，接收此文件即

表明接收人同意在未得到麓邦授权前，不得将该文件透露的信息及它的任何部分进行复制、

转化到其他文件，或者由于用于制造或其他目的而使用或者泄露给第三方！
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